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図３ D-RIE後のSEM写真 図４ 重力計のチップ写真
図５ シミュレーションの例

（ジャイロスコープ）

 シリコンウェハを貫通するD-RIEプロセス(図３)は重いマス、大きな静電容量、
低寄生容量を実現できるため、様々なMEMSデバイスに応用できる
 例：重力計(図４)、地震計、ジャイロスコープ(図５)、MEMS昇圧回路
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